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Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση διαιρέτη τάσης 

 Το σημείο ηρεμίας επιλέγεται σε μία τιμή 

πάνω από την αποκοπή (διαφέρει ανάλογα 

με το τρανζίστορ). Άρα χρειάζεται και 

επιπλέον ρυθμιστική αντίσταση 

 Το στάδιο εξόδου καταναλώνει ισχύ εν 

ηρεμία Αυτή η κατανάλωση αυξάνει τη 

θερμοκρασία των τρανζίστορ. Όταν 

αυξηθεί η θερμοκρασία, η VBE ελαττώνεται 

με ρυθμό ~ 2mV/oC όταν το IC παραμένει 

σταθερό. Εναλλακτικά, αν η VBE παραμένει 

σταθερή, και αυξάνεται η θερμοκρασία, θα 

αυξηθεί και το IC. Αυτό οδηγεί σε αύξηση 

κατανάλωσης ισχύος που με τη σειρά της 

αυξάνει το IC  θερμική φυγή  
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 Η τάση VBB δημιουργείται με τη διέλευση ρεύματος IBIAS διαμέσου 

των ορθά πολωμένων διόδων. 

 Το ρεύμα ηρεμίας ΙQ=n*IBIAS όπου n: λόγος μεταξύ εμβαδού 

ένωσης εκπομπού τρανζίστορ εξόδου προς το εμβαδό ένωσης 

διόδων πόλωσης. Αρα ρεύμα κορεσμού ΙS τρανζίστορ εξόδου είναι 

n φορές το ρεύμα κορεσμού διόδων. Εύκολη υλοποίηση σε IC. 

 Οι δίοδοι λειτουργούν αντισταθμιστικά ως προς θερμοκρασιακές 

μεταβολές. Προστασία από θερμική φυγή σε συνθήκες ηρεμίας 

 Αν οι δίοδοι έχουν παραπλήσια θερμική συμπεριφορά με τα 

τρανζίστορ εξόδου, η θερμοκρασίας τους θα αυξηθεί κατά το ίδιο 

ποσό όπως και των τρανζίστορ. Έτσι η VBB θα μειωθεί με τον ίδιο 

ρυθμό όπως και η VBEN+VEBP, με αποτέλεσμα το ICQ να παραμείνει 

σταθερό 

 Προσαρμογή διόδων με απευθείας επαφή στη διακριτή σχεδίαση 

Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση διόδων 

Όταν το στάδιο εξόδου παρέχει ρεύμα στο φορτίο  ΙQ του ΝΡN αυξάνεται από ΙQ/βΝ  (σχετικά μικρή τιμή) σε περίπου 

iL/βΝ .  

Από πού θα προέλθει το ζητούμενο ρεύμα βάσης ?  

               Από την πηγή ρεύματος IBIAS.  Αρα το IBIAS πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την μέγιστη προβλεπόμενη τιμή του 

ρεύματος βάσης του ΝΡΝ. Όμως, σε κάθε περίπτωση όταν ζητείται ρεύμα από το φορτίο θα μειώνεται το ρεύμα 

διαμέσου των διόδων  θα μειώνεται και η VBB.   

Στην πράξη θα βλέπετε >2 διόδους  
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Iin 

If Vout=0 & β1=β2>>1 

=> IB1=IB2 

Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση διόδων 
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Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση διόδων 

 VD1≈VBE → Vout≈Vin 

 If I1=I2 & IB1≈IB2 

→ Iin=0 when Vout=0 
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Πόλωση τάξης ΑΒ – προσθήκη CE 

Ένα στάδιο CE (Q4) προστίθεται προκειμένου να παρέχει την 

απαιτούμενη απολαβή τάσης στο στάδιο εξόδου Q1 and Q2. 
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Παράδειγμα 2 
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Πόλωση τάξης ΑΒ με χρήση πολλαπλασιαστή VBE 
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Παράδειγμα 3 
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Κύκλωμα πόλωσης push-pull 
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Προφανώς ισχύει 

• Q3, Q4 σε ψυκτρα 
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 Προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου 

Βραχυκύκλωμα  θα υπάρξει μεγάλο ρεύμα διαμέσου 

του Q1. 

Υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας το Q5 είναι σε 

αποκοπή  διότι η τάση που αναπτύσσεται στα άκρα της 

RE1 είναι μικρότερη από 0.7V. 

Αν το ΙΕ1 υπερβεί μία τιμή ίση με ΙΕ1=0.7V/RE1 τότε 

Μεγάλο ρεύμα  μεγάλη πτώση τάσης στην RE1  Q5 

άγει  Ο συλλέκτης του Q5 θα τραβήξει το μεγαλύτερο 

μέρος του  IBIAS  άρα θα «κλέψει» το πλεονάζον ρεύμα 

βάσης του Q1. Άρα το Q1 θα σταματήσει να τροφοδοτεί με 

ρεύμα το βραχυκυκλωμένο φορτίο. 

Μειονέκτημα: Η RE2 είναι σε σειρά με την έξοδο  

αυξάνεται η Ro του CC  πτώση τάσης ~ 0.6V  

αναμένεται μείωση της μέγιστης τάσης εξόδου κατά αυτή 

την τιμή  

 

Κυκλωματικές βελτιώσεις τάξης ΑΒ  
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 Θερμική προστασία 

Κύκλωμα που ενεργοποιείται και αποκόπτει το τρανζίστορ 

εξόδου . 

Είναι έτσι συνδεδεμένο ώστε όταν γίνει η θερμοκρασιακή 

υπέρβαση, να άγει ένα τρανζίστορ και να απορροφά ρεύμα 

πόλωσης (στην ουσία να διακόπτει τη λειτουργία του. 

Λειτουργία: 

Q2 εκτός λειτουργίας σε Κ.Σ. Αν αυξηθεί η θερμοκρασία, 

τότε λόγω θετικού συντελεστή θερμοκρασίας της zener και 

αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας της VBE  αυξάνεται 

η VE του Q1  αυξάνεται η τάση VB2  το Q2 άγει και 

απορροφά το πλεονάζον ρεύμα 

 

Κυκλωματικές βελτιώσεις τάξης ΑΒ (συν.) 


